
(19) 한민 특허청(KR)

(12) 등 특허공보(B1)

(45) 공고    2016 12월05

(11) 등    10-1682533

(24) 등    2016 11월29

(51) 특허 (Int. Cl.)

     C03C 15/00 (2006.01)  C03C 17/06 (2006.01)

     C09K 13/00 (2006.01)

(52) CPC특허

     C03C 15/00 (2013.01)

     C03C 17/06 (2013.01)
(21) 원        10-2015-0065293

(22) 원        2015 05월11

     심사청    2015 05월11  

(65) 공개        10-2016-0132586

(43) 공개        2016 11월21

(56) 행 사문헌

KR1020100097369 A

KR1020120115955 A

KR1020140074874 A

(73) 특허

신한 학  산학 단

경 도 시 암  95, 신한 학 ( 원동)

(72) 

주

울특별시 원  계  230, 516동 903 ( 계
동, 주공5단지아 트)

재

울특별시 도  도 170  40, 107동 302
(도 동, 미안도 아 트)

(74) 리

특허 원

체 청 항  :   5  항  심사  :    양
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(57)  약

리  에 에  마 크  하는 단계, 에  마 크가  리  에 에천트  묻  에  실

시하는 단계, 에 에 해 산   리 에 척  실시하는 단계  비하여 루어지는 시

리  처리  개시 , , 에  마 크  하는 단계는  막  도포한 후 막  가
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열하여 리  에 다  산   아 드나 도트  하거나, 폴리 틱산 고  매  해하

여  갖는 겔(gel) 상태   내지 십 마 크 미  께  도포한  겔 에 다시 매  가하여 

여내어 다   가지는 에  마 크  하는 식  루어질  다. 

본 에 , 비  간단한 식  리  눈 심 지 처리에 어  처리  비 과 시간  

약할  고, 처리 과 에  에천트   처리에  생 는 폐  고, 산   비경  할

 고 특  과 같  크 필  필  하는 시 에  사   지우는 것  편리하고 하

도 눈 심  과  지할  다.

(52) CPC특허

     C09K 13/00 (2013.01)

등록특허 10-1682533

- 2 -



  

청

청 항 1 

리  에 에  마 크  하는 단계, 

상  에  마 크가  리  에 에천트  묻  에  실시하는 단계,

에 에 해 산   리 에 척  실시하여  에천트  거하는 단계  비하 , 

상  에  마 크  하는 단계는 폴리 틱산(PLA:Poly Lactic Acid) 고  매  해하여  갖는

겔(gel) 상태   내지 십 마 크 미  께  리  에 도포하여 겔  만드는 단계 ,

상  겔  건 시  매  거하는 단계 ,

상  겔 에 다시 매  가하여 상  겔   여내고 상  리  에  거하여 다  

가지는 에  마 크  하는 단계  비하여 루어지는 것  특징  하는 시  리   처

리 .

청 항 2 

삭

청 항 3 

 1 항에 어 ,

상  에천트는  암 늄 또는  암 늄  리 식각  한   공   포함하 ,

산, 질산, 염산 가운  어도 하나  포함하고,염 철  포함하는 집 , 고   포함하여 액

상물질  루어지고,

리  에 에천트  묻  에  실시하는 단계에 는 크 도포 , 쇄 러, 블 드, 크

사 가운  하나  하는 것  특징  하는 시  리   처리 .

청 항 4 

 3 항에 어 ,

상   에천트  거하는 단계는, 척액  알 리  액  사 하여 상  에천트  고 하는 단

계 , 물  리   물질   거하는 단계  포함하여 루어지는 것  특징  하는 시

 리   처리 .

청 항 5 

삭

청 항 6 

 1 항에 어 , 상  에  마 크  상  폴리 틱산  하여 한  얻  해  

상  겔  만드는 단계는 상 폴리 틱산  3wt%가 도  클 포 액에 여 균 하게 하여 얻

겔  리  에 블 드 식  5 내지 10 마 크 미  께  하고 건 시  루어지 ,

다   가지는 에  마 크  하는 단계는 포 (85 Vol%)과 탄 (15 Vol%) 합 액 에 상

 겔  5  내지 20  담갔다가 빼내는 식  루어지는 것  특징  하는 시  리  

처리 .

청 항 7 
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 1 항에 어 ,

상  시  리  사 는 시 는 에 크  직  가하여 시  하고 크  닦아  지울

 는  것  특징  하는 시  리   처리 .

 

   야

본  각  플  나  등( 하 ' 시 '  통 하  한다)에 시 는  [0001]

  건  실내나 야 에  사 에 해 상 보   달하는  어 움  겪는 것  해결하

한 리   처리 에 한 것 , 보다 상 하게는 처리  통해  빛에 한 눈 심과 상

곡    는 시  리   처리 에 한 것 다.

 경  

 매끈한 리, 합 지  과 같  재질  택  가지 , 는 에  사하는 빛  트러 리[0002]

지 않고  비  사하  문 다. 런 재질   상 에  리할 도 지만, 한 

 많  사 는 리 등  재료는 시 에 는  사에 한 눈 심  하고 사 에 해 시

에 시  상  별 (brightness)  트 트(contrast)가 곡 어 시  사  시

 어 리는 문 가 다.

시 에  런 문  해결하  해 시  각  하는 플  (display pannel) 나[0003]

커 (cover glass)  리 ( 하 시  리  통 하  한다)  처리하는  개

었다.

 시  리  처리에는  능에   에  한  빛  사   한  안티 어[0004]

(AG:antiglare)처리   과도   한 안티리플 (AR: antireflection) 처리, 무 (antistatic)

처리가 다. 들 가운  AR처리는   갖는 SiO2, TiO2   합하여 나 착 식

얇  막  하여 빛   각도  변 시   과도  는 처리 고, 무 처리는 에 도

 는 처리  말한다.

포  미  사 지는, 본  플  에 닿는  사도  낮 어 사 량  는[0005]

것(AR)과,  산 시  플   에 주  하는 사  눈에 들어가는 특   계에

는 원에 한 규  사 량  고 사   트리는 것(AG)  포함하는 것 다.

또한, AG(antiglare) 처리    살펴보 ,   는 상태에  리  빛 사   [0006]

한  별도 막 착 나 도포에 한 식과 계  또는 학  식각처리에 해 ( 사 )  평

평한 상태에  변 시킴   도  헤  변  빛  산  통해 하게 사 는 빛  는 직

 변  식  나눌  고, 직  변  식  건식 과 습식  나눌 도 다.

사 지  가운   , 산   가지는 막  하거나,   다  물질  [0007]

 하여  도  변  통해 빛  사  는 경우가 많고, 공 는 진공 , 약 처리 식과

나 물질  한 -겔  사 고, 필 에 는 학 착 나 물리 착 식  사 고 다.

그러나 러한  가운  는 리 에 사  상쇄시키는 물질  해야하므  공  복 하다.[0008]

뿐만 아니   어  해 실리  같  진  합하고 물질 결합 (binder)  사 하므  비

상승하고,  도에 취약하고, 내  낮아 사 하는  한계가 다. 

-겔  실리 드 나 나 지 늄, 알루미나  한 복합  합 나 다 막  [0009]

도  핀 (spin coating)과 (dip coating) 후 500℃ 에   통해 리에 착시  사

도  할  어  질  우 하고 경문  해결할  나 공 비  아 양산공 에 하

는  한계가 다. 

착 식   나 미 (nm)에  십 마 크 미 (um)  직  리 에 막  하므  경도[0010]

가  고 공 에는 가능하지만 진공공  필 하므   량생산  한 비비  많  들

어가는 문 가 다.
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러한   들  량 생산과  한 한계  어 들 문  해결하  한 한 [0011]

 리  직  처리하여  빛  사도  어하는 것  근 에 많  연 고 다. 특 , 근 

드 식  시   하는 경우, 드에 하여 나 별도 막(가  상차 , 편 , 사

지막 등)  착하는 식   상  복 함과 에  어 움  가   어 눈 심 지(AG)  

한 처리는 직  처리 식   해지고 다.

그런 , 직  처리 식에 는   직 처리하  해  에는 (HF)  알 리 액[0012]

한 에 (etching) 식  주  사 었다. 런 경우, HF  직  사 하고, 또한 액상태  처리하므  

 어가 어 고, 리 내    식액에 SiF4, NaFe, CaF2, KF2 태  해 어 액 내에 염  

 어 게 는 경우가 많다. , 리  균질 처리  생산 질에 향  주는 경우가

많고, 처 과 같  균질한 에천트(etchant) 액  지하  해 는 에천트 액   체가 필 하여 많

 폐 가 생 므  폐  처리에 도 비 과 고가 가하게 는 문 가 다. 

한민  특허공개 10-2011-0137820 에는 안티 어(AG)  갖는 리  그  한 가 개시[0013]

다. 런 에  리   처리  해  에 결  시키고, 결  거하  다시

 에 하는 처리  개시 다. 그러나, 런 식에 는 리  처리하  해 2  내지 3 에

걸쳐 리  에천트에 시키고 액  해야 하는 거 움  고, 에천트 처리   과 에

 역시 많  폐 가 생하여  처리하는 비 과 고가 많아지는 문 가 다.    

행 문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 한민  특허공개 10-2014-0036273  :   갖는  리  [0014]

(특허문헌 0002) 한민  특허공개 10-2011-0137820  : 안티클 어  갖는 리  그  

(특허문헌 0003) 한민  특허공개 10-2013-0135879  : 압   평  갖는 눈 심 지 리 시트 

 내

해결하 는 과

본  상 한  시  리  처리에  문  해결하  한 것 , 리  눈 심[0015]

지(안티 어:AG) 처리에 어 , 비  간단한 식  처리  비 과 시간  약할  는 시

 리  처리  공하는 것   한다.

본  리  처리에 어  시간  하여 어  통한 과도  헤 , 택도  원 하[0016]

게 할  고,   체  균질  고, 산   비경 (非鏡面)  하 에 합한 식

각마 크   가능한 시  리  처리  공하는 것   한다.

본   에  처리 과 에  에천트 사 량  고, 에천트   처리 과 에  처리가 필[0017]

한 폐  생  고  경 문  생과 경  처리 비    는 시  리  처

리  공하는 것   한다.

본   에  특  과 같  그 에 마커  같  크 필  필  하고 지우는[0018]

것  편리하고 하 도 눈 심  과  지할  는 시  리  처리  공하는

것   한다.

과  해결 단

상   달 하  한 본  리  처리 , [0019]
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리  에 에  마 크  하는 단계, [0020]

상  에  마 크가  리  에 에천트  묻  에  실시하는 단계,[0021]

에 에 해 산   리 에 척  실시하는 단계  비하여 루어진다.[0022]

본 에  에  마 크  하는 단계는  막  도포한 후 막  가열하여 리  에 다[0023]

 산   아 드(island)나 도트(dot)  하거나, 폴리 틱산(PLA:Poly Lactic Acid) 고  

매 가 , 클 포 , 알   그 합액  해하여  갖는 겔(gel) 상태   내지 십 마 크

미  께  도포한  다시 매  클 포  액  클 포 과 알  합액에 담그거나 사하여 겔

  여내어 다   가지는 에  마 크  하는 식  루어질  다.

본 에  에천트는 쇄 크  같  태  사   고, PLA 식각 마 크  실크 크린과 같  하여[0024]

쇄 식  리  에 할  다.

 과

본 에 , 비  간단한 식  리  눈 심 지(안티 어:AG) 처리에 어  처리[0025]

비 과 시간  약할  다.

또한, 본 에  처리 과 에  에천트 사 량  고, 에천트   처리 과 에  처리가 필 한[0026]

폐  생  여 경 문  생과 경  처리 비    다.

본 에 는 리  처리에 어  시간  하여  태  함  리  에  [0027]

과도  헤 , 택도  원 하게 할  므  체  균질  고, 산   비경

할  다.

또한, 본   에  에 는 그 에 마커  같  크 필  필  하고 지우는 것[0028]

 편리하고 하 도 눈 심  과  지할  다.

도  간단한 

도1  본   실시 에   리   처리  한 단계들  나타내는  도식  [0029]

도,

도2는 본   다  실시 에   나 미 (nm) 내지  마 크 미 (μm) 크 (직경)   도트가

리  에  상태  나타내는 개 도, 

도3   본   또다  실시 에  집 양  고  플 트(template)  리  에

 상태  나타내는 개 도,

도4는 본  다  한 실시 에  식각마 크  에천트  시  식각한 리  곡 는 

나타내는 사진,

도5는 도4  같  리  평   향  가    변  나타내는 그 프 다.

 실시하  한 체  내

하 도  참 하  실시  통해 본   상 하게 살펴보  한다.[0030]

도 1  본   실시 에   리   처리  한 단계들  개시 다.[0031]

여  커  처리  해 철  리, 다  리, 강  리등 든 산 규 계  리[0032]

 리  처리  공 하는 공 단계(1)는  공 에 해 루어지고, 처리  해 

리  하는 단계(2)는  에 해 루어진다.

그리고 리  에  물과 무 물 거  하는  (前)처리  척액  리  에 사[0033]

하여 척하는 척 단계(3)  척  리  공  블 (blowing)에 해 건 시키는 건 단계(4)가 

루어진다.
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다 , 상과 같  비  리 에 해 본  핵심  루는 실질  리   처리가 [0034]

루어진다. 도1에는 도시 지 않지만  리  에 해 식각마 크  루어진다. 그리고,  식

각마 크  재 상태에  크 태  에천트  리  에 블 드  비슷한 크  도포하여 에

하는 단계가 루어진다.

한편, 단계  해  리  에 크 태  에천트  공 하는 단계(8)는 크 동 공 에[0035]

해 루어질  다. 그리고, 에천트 공 단계  통해 공  크 태  에천트  리  에 하

는 단계는 , 블 드(blade)  하여 하는 블 드 단계(5) 또는 실크 크린  

하여 크 태  에천트  하는 실크 크린(silk screen) 단계(6)  루어지거나 또는 본원 과

같   도트(dot)나 고  플 트(template)가  리  에 에천트  하는 식각마 크

 하는 단계(7)가 상  체  루어질  지만 본원 에 는 식각마 크  하는 

단계에 주안  고 다.

다 , 식각(etching)  리  에  에천트(etchant)   지시키는 (neutrallization),[0036]

 단계(9), 리  에  에천트  액과  과 에  생한 산물 염들  거하는 척단계

(10), 건  단계(11)  같  후처리 단계가 차  루어진다. 

본 에  가  한 식각마 크  에 는 물리  건들   하는 것  한 건  고, [0037]

단계에 는 리  과 식각마 크  에천트 사  상  , 학   하는 것  한

에도 학   한 도  습도, 사 하는 재료들  도 등  하는 것  건  다.

가 , 본 실시 는 사 리   해 리   도  하게 지하  해  처리[0038]

척과 에 척액  도  여 리  도  하게 지하고, 한 후 식각  한 에천트

도포단계  하도  계하 고, 에천트가 공 는 리 에는 상단에  크 태   에천트가 동

공  통해 공  에천트   도  하 , 에천트 도포 께  할  도  크

한다. 도포 단계에 는 에천트  공 과 크  동 도가  가능하  주변 경   차단

폐공간   습도  도  가능 하도  하 다.

본   식각마 크  에  해  살펴보 ,  식각마 크 는   도트  고  플 트가  사  [0039]

다. 

 리  에  도트  하는 실시  살펴보 , 리 (100) 에 는  327℃  납보[0040]

다 낮    열 착(evaporation))하여  할  다. 런  는 납, 드

뮴, 탈 , 비 무트, 주 , 듐, 갈 , 과 리튬, 나트 , , 루비듐,  등  나, 들 가운

하지 않고, 상  공 에  안 고, 독  없어 비  사 하 에 당한 는 주 과 비

무트  들  다. 주   232℃, 비 무트는  271℃   가열시 리  변  없는 도

350℃ 하 도에    다.

열 착    도  연  동하  하  에  가열하여 시키는  하고, [0041]

에  비   공 하여  루어지    한 태  리  하 에 도달

하도  하여 루어질  고,  도   공  비 , 비산 태, 에   가열 도

 가열 열량  하여 착막  께나 착 상태  할  다.

여 는 열 착  경우에 한 하여 언 하지만   가 (metal organic) 등 재료  하여 [0042]

 챔  내에  리 (100)에  막  착하는  학 상 착(MOCVD),  링에  한  물리 상 착

(PVD)에 해 루어지는 것도 생각할  다.

막 착  통상  나 미 (nm)에   마 크 미 (μm) 께  루어질  고, 단 리 (100)[0043]

에 막  착한 후, 300 내지 350℃ 도  도  막  착  리 (100)에 열  가하  막

아 액상 나  액상  변하  체  에 해 도2  같  태   나 미  내지  마 크

미  크 (직경)   도트(110)가   다.

  도트(110)  크 는  , 막  께, 리 (100) 도  가열 도, 가열 시간에[0044]

 달 질  다. 는 곧 들  하여 리 (100) 에 만들어지는  도트(110)  크 ,

산 도,  도트  께 등  할   미한다. 그리고 런 질  하  결 ,  통

해 후 에천트에 한 리 (100)  식각  루어질  리 에 생하는 곡  돌  비,
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, 태  어느 도 지 할  , 런 돌  크 는 리  에  사 는 빛(가시 )

과 하여 산   고 낮 는 과  가질  다.

한편,  도트는 리 (100) 에 막  하고 다  단계에  가열하여 시키는 신에, 직[0045]

 리 (100)에  얇게 시   지 않는  남  직   도트 태

  착시키는  루어지거나, 착과 가열  함께 실시하는 식 도 할  ,

직  도트  만들 에는   에 니 나 리 등   도트  만드는 것도 가능하다.

 도트(110) 태  식각 마 크가 루어지 , 리 (100) 에 통상  크  같  도, 타 물[0046]

 가  크  도포에 사 하는 들  할   는  태  에천트  공 하여 상 에 도포하게

다.  에천트는  암 늄   암 늄  포함하여  리식각  한    공 하 ,  강산

산, 질산, 염산  가  포함하고, 염 철과 같  집 , 고  , 계  포함하여 루

어질  다.

크 태  에천트  하는 것  리 (100)  액 에 담그는 경우, 에천트 양  많아지고, 에천트 내에[0047]

 리  에  염들  는 등  물질에 해 에천트 상태가 달 지 , 에천트  균  지

하  해 빈  에천트  체해야 하고,  사  에천트  처리하  해 비  많  생하는 등  문

 피할  다는 , 에천트   합비  통해 식각 도 하  하다는 , 에천트

내에   동  아 별  식각  가능  다는 , 크 도포에 사 하는  게 하

여 하게 리 (100)에 에천트 처리  할  다는  등  고 한 것 , 런 크 태  에천트가

본  한하는 것  아니다. 

 도트(110) 태  식각마 크  가지는 리 ,  처리하고  하는 상 리  에 다양한 [0048]

 에천트  도포할  다. 가 , 블 드  도포하거나, 트(jet) 태   통해 사하거나, 쇄

러  통해 도포하는 것   가능하다.   공  질  지하고, 안  결과  얻  해 리

, 에천트  주변 경  도  습도  지하는 것  직하 , 통상  ~ 십 마 크 미  께  에

천트 도포  실시한다.

크 태  에천트에는 가 포함 므  리 에 단  안  상태  지   , 리[0049]

에 에천트  시키는 시간  에천트 내  식각 물질  도  도, 원하는 리  식각 도에 

 달 질  지만 건  결  단  하여 리하는 것  직하다.

런 실시 에  에천트에 한 리  식각  루어지는 과  살펴보 ,  에천트  암 늄 [0050]

액( 암 늄계 액)에 는 산 암 늄(암 니아 )과 산  생 고, 산과 산 규 ( 리: 실리

)는 가  태  실리 과 물  만들 , 낮  도에   실리  산과 하여 액상

규 산  결합산  다. 또한 규 는 물과 하여 규 산과, 에천트 내  집 에

해  식 에  집  태  는  규산(하 드 겔)  한다.  한편,  산  리  에  포함

나트 , ,  등과 하여 고상  는 나트 , , 블  한 , 에천트 내

  계 에 해 척공 에  식  게 어지는 태가 다. 

결과 ,  에천트에는 암 늄 에 계 계  집 , 산, 질산, 염산과 같  강산[0051]

첨가 어 므 ,  체  산 규 (실리 )  하   결과물 는 암 니아나 규  같

가 상 물질, 산 암 늄과 규 산과 같  물 에  액상  재하는 물질, 나트 과 규

산( 물)과 같  는 고상 물질  생하게 다.

런 내  간단  학식  리하  아   같    다. [0052]

 1

Glass + NH4F2 +H2O     →        2 HF   + NH4OH[0053]

4HF + SiO2          →       SiF4 (g)+ 2H2O  

SiF4 + 2HF       →        H2SiF6(l)

        3SiF4 + 3H2O        →     2H2SiF6(l)  + H2SiO3 (s)

           HF +Na, Ca, K     →      NaF(s) + CaF2(s) + KF(s) 
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      NH4F2 + Anion surfactant + SiO2            →   SiF4(g)+NaF(s)+ NH4OH(l)+NH3(g)+H2SiF6(l)

    + Additive(H2SO4, HNO3, HCl)                 + H2SiO3(s) aggregation

                        

한편, 본 실시 에는 식각마 크   도트(110)가 재하 ,   도트(110)가 는 에 는 리[0054]

(100)  처 에는 보 어 산에 한 식각  어나지 않는다. 시간  지나   도트(110)는 에천트 내

 산들에 해 거 지만,  도트(110)가 거  상태에 도  에는  식각하는 단계에  산 

도가 감 하   산 물 태  생 물  루어  약해진다. 결 ,  도트(110)가 

었   과 그 가 운 곳에  리에 한 식각 도도 낮아  다  에 비해 식각  어지게

다.

 같   (sec)단  시간  하여  도  어하고  도트 주변에  식  특 한[0055]

양  갖는 식  가능하다. 또한 착  막에 해 는 350℃ 하  낮  도에  열처리하므

강 리  변 지 않고, 또한 리  물리 특 에 향  주지 않고도 어가 가능하다. 또한 

막 께  하여 도트  크  께  어함  식 도 어가 가능하므  상  어가 리

하다. 

식각 단계  마 고 , 척 단계가 루어질  미  도트는 거  상태 므  별도  거할 필 는[0056]

없 ,  에천트  에  남아 는    강산들   상  하지  않도  에천트  에  알 리  액

가하거나, 물  가하여 도  낮 고 에천트  게 거   는 묽  상태가 도  한다. 

그리고,  압  가지고 리  에 척액  사하여 에천트  리  거한다. 물  [0057]

 에 사  알 리  다  에천트  함께 거 도  한다. 

다 , 본  식각마 크  고  플 트가 사 는 실시  살펴보 , 고체 태  고[0058]

PLA  비  에탄 과 클 포 에 해시   갖는 겔(gel) 상태  만든다. 그리고,  겔  리

에  마 크 미  께  하고,  건  실시한 후, 다시 클 포  액에   동안 담가

(dipping)    여낸다. , 클 포  액  도  담그는 시간  하  리 (100)

 직  드러나는 역과 리 (100)  고  식각마 크가 재하여 보 는 역  함께 재

하게 다. 직하게는 식각마 크  도3에 도시   같  집 양  그믈 상  (120)

할  다.

러한 PLA 고  식각마 크  플 트     살펴보 , 3mm크    PLA[0059]

3wt% 도가 도  클 포  액에 여 3시간 상 균 하게  후 리 (100)에 닥 블 드 

식  7μm(마 크 미 )  께  하고 건 시킨 후 포 (85 Vol%)과 탄 (15 Vol%) 합 

액 에 담그는 (dipping) 식  5~20  동안   후 건 하여 하 다. 

PLA  7μm  께  하고 건 한 후 식  20  동안 포 (85 Vol%)과 탄 (15 Vol%)  [0060]

합 액  해시킨 후,  끌어     PLA 고 에 2~7μm 크   규 한

태  어 산포하는 것   할  었다. 

한편, PLA  마찬가지  7μm  께  하고 동 한 클 포  - 탄  합액에   끌어  [0061]

  상  에  7μm 크  집과 같  규  (120)  었  할  

었다.

게  식각마 크 (120)  가지는 리 (100) 에 크 태  에천트    μm 크[0062]

 뚫 는  에  리 (100) 에 한 학  식각  진행 어 태  양  갖는 리

(100)  할  다. 집 양  그믈 상 (120)  크 는 겔(gel) 상태  PLA  께  클

포  액  알  에 담그는 시간, 리  클 포 -알  합 액에  빼내는 동  에

해 결 므   하여 PLA 고   께  클 포 액에 담그는 시간 등  통해 결과

리   상과  사  결 다.

크 태  에천트  미 앞  실시 에  살펴본  , 같  에천트  시킬  다. ,[0063]

 식각 마 크  달리, PLA 고  식각 마 크는  식각 에는 거 지 않고, 식각  끝난 후 여 에

천트  거하는 과 에  클 포 -알  합 액  에천트 척액(알 리 액 나 물 등)에 함께 합
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하여 사 함  에천트  식각마 크  함께 거할  다. 

다 에는 본  에  에천트 에  식각 결과 변  나타낸다.[0064]

, 에천트 는 리   식하  하여 암 늄계 에천트  사 하고 집  염 철, [0065]

 고   사 하 다.   크 태  에천트에     하  하여

ICP(inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy)  AA(atomic absorption sepctroscopy)  

하여 한 결과  아   2  나타내었다.

 2

[0066] Na Sb K Fe

도(μg/L) 764 0.04 58.1 1970

에천트  크 태  하여  에천트   께   도에  식각  리  에  물리[0067]

 변  학  변  하 고,  시간   3  하고,  척  실시하 다. 

도4는 에천트  10 마 크 미 (μm) 께  리  에 도포하여 식   상  나타내는 학 미[0068]

경 사진 , 도5는   거  리   폭 향  진행하  변 하는   변

 나타내는 그 프 ,   도(Ra)는 0.402 μm 다. 

3  에천트 께  도, 산첨가   달리하  식각  실시하고, 그 결과  얻  리  에 [0069]

사각 60도   비  후 택도, 과도, 탁도   도  변  양상  나타내 , 

4는 에천트 내  암 늄 도  달리하  식각  실시하고, 그 결과  얻  리  에 사각 60[0070]

도   비  후 택도, 과도, 탁도   도  변  양상  나타낸다.

 3

식각 건( 도,  께,  첨[0071]
가산 )

택도(Gu) 과도(%) 탁도(Haze, %) 도(μm)

20℃, 10μm 85 88 4.0 0.492

20℃, 30μm 83 85 3.5 0.667

20℃, 50μm 72 82 2.5 0.519

40℃, 40μm 75 84 2.8 0.419

60℃, 40μm 81 83 3.3 0.424

H2SO4 10wt% 85 87 4.1 0,369

HNO3 10wt% 86 84 4.4 0.318

HCl 10wt% 81 86 4.1 0.351

 4

식각 건[0072]

(염 암 늄 도)

택도(Gu) 과도(%) 탁도(Haze, %) 도(μm)

NH4F2 10wt%, 집  2wt% 72 80 40 0.253

NH4F2 15wt%, 집  2wt% 62 79 38 0.271

NH4F2 20wt%, 집  2wt% 75 83 46 0.240

결과 , 게 처리   리   과도  헤 , 택도  같  학  특 과  도  같[0073]

 물리  특  시간과 에천트  도에  다양하게  가능하 , 과도는 0~95%,  헤 는

0.1~60%, 사각 60도에  택도는 0~99 Gu,  도(Ra)는 0.01~  μm 지  가능하 다.

본   처리  해 크 태  에천트  사 하  문에 척공 에  물 사 량  여 폐 생량[0074]

 고 단시간 내에 처리가 하  균 한 처리가 가능하여 공  건  하여 학  물리

특  재연  뛰어난  다.
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또한, 본 에 해  리   곡  돌 는 볼 한  사  한 골  만한[0075]

태  할  고, 실  에천트  도가 리   체  통해 식각마 크가  곳과 그 주변

에  격한 변  보다는 만한 변  루어, 과 같  그 에 직  마커 크  필  하고, 

시  지워야 하는 상물에 해 도 크가 돌  사 에  보다는 게 거   고, , 본원

  등  에 특  하게 사   다. 

상에 는 한  실시  통해 본  하고 나, 는 본  해  돕  해 시  [0076]

 것  뿐 본원  들 특  실시 에 한 지 아니한다. , 당해  하는 야  통상  지

식  가진  본   다양한 변경 나  실시할   것  러한 변 나 

는 첨  특허청 에 함  당연한 것 다.

 

1: 리 (커 ) 공 단계      2 : 리  단계[0077]

3 : 리  척단계                 4 : 리  건 단계

5 : 블 드 단계                 6 : 실크 크린 단계

7 : 식각마 크  하는 단계    8 : 에천트 공 단계         

9 :   단계                    10 : 척단계  

11 : 건 단계                         100: 리

110:  도트(dot)                   120: 

도

도 1
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도 2

도 3

도 4
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도 5
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